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１．概要（Summary） 
ナノインプリントでは 10nm 以下の微細構造も転写できる

が、そのために必要な微細パターンを有するモールド作

製は非常に難しく、かつ数千万円レベルのコストがかかる

ことが知られている。ポイントビーム型の電子ビーム描画

装置を使えば、かなり微細な構造を安価で作ることができ

るが、それでもレジストの解像性の制約により、2Xnm 程

度のパターニングが限界である。 
今回は、ポイントビーム型の電子ビーム描画装置で作成

したパターンをベースに、半導体プロセスでは広く使われ

ているダブルパターニングを使って 1Xnm 以下のパター

ニングを目指す。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高精度電子ビーム描画装置、ALD 成膜装置、ICP 高

密度プラズマエッチング装置、超高分解能走査型電子顕

微鏡 
【実験方法】 
電子線レジスト ZEP520A を Si 基板上に 50nm 塗布

し、電子ビーム描画装置で、50nm ピッチのラインアンドス

ペースパターンを描画した。現像は ZED-N50 に 15 秒

ディップした。その後、リンスせずに N2 ブローで即乾燥さ

せた。 
その後、そのパターンを ALD 成膜装置にて、Al2O3 の

膜を 12nm 狙いで成膜した。その時の Cycle 数は 150
であった。 
その後、ICP エッチング装置にて Cl2 ガスで 15 分程度

エッチングし、レジストトップ部の Al2O3 膜を削り、そのま

ま下地の Si までエッチングを行う。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 12.5nm half pitch line and space 

 
写真は作成したハーフピッチ 12.5nm の L&S のパターン

である。完全に等間隔のパターニングにはならなかったも

のの、最初に作成したハーフピッチ25nmのパターンの半

分のピッチでパターンが作成できていることを確認した。 
形状を最適化するには、レジストの膜厚をさらに薄くするこ

とや、ALD での成膜する膜厚をさらに薄くすることが考え

られる。 
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